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※概要（Summary）： 
デバイス評価を目的として、事前にデバイスパターンと

SEM 観察用パターンを形成している基板 SiO2/Si に微

細な穴加工を行う手法について NPF と技術相談した。目

標とする直径φ60、φ100、φ200 nm で深さ 100 nm
程度の穴を形成するには電子線描画装置と RIE を用い

た加工が最適であると合意した。 
NPF から電子線描画装置ではスループットに制限がある

ので支援の可否を検討するのに加工試験を行い、評価

する必要があると提案された。 
試験に必要な情報として対象のデバイスパターンを提出

し、試作評価と検討を依頼した。電子線描画装置の CAD
ソフトの制約で一部のパターンを修正する必要が生じた

ので、担当者間で協議し、試作の準備を進めた。 
デバイスパターンに関しては可能性があり、SEM 観察用

パターンは性能上の制限で困難であると回答された。 


